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 半導体量子リング(Quantum Ring, QR)は Ahanorov-Bohm効果(AB 効果)のような他の量子構造に

は見られないような独特な性質を持つことで注目を集めている。また、リム高に異方性を持つ火

山型の構造をしており、それに起因する鉛直方向の量子数 k=1,2,3の異なる束縛状態が存在する

[1]。これにより局在状態の励起子と非局在状態の励起子、さらには励起子分子の発光が観察され

る。しかし、この量子構造において位相緩和時間(𝑇2)の研究はあまり行われてこなかった。そこ

で、今回単一の QRからの発光の干渉測定を行い、𝑇2を求めたので報告する。 

 GaAs QR は分子線エピタキシー法により、AlGaAs 上に成長され AlGaAsでキャップされてい

る。QR のサイズは半径~20nm、高さ~10nm程度である。励起光として 517nmのレーザー光を用

い、マイケルソン干渉計を通した後、焦点距離 75cmのスペクトロメータとマルチチャンネル検

出器で発光スペクトルを得た。 

 図(a)は温度 5Kでの単一の QR の発

光スペクトルを示しており、この線幅

は分光器の分解能以下であった。ま

た、発光エネルギーから、励起子が三

日月状に局在した状態 k=3 の発光と考

えられる。図(b)には横軸を遅延時間に

とった、異なる温度における発光の自

己相関波形を示す。温度が高くなるに

つれて急速に自己相関波形の振幅が減

衰している。図(c)には図(b)のデータ

から得られた Visibilityをプロットし

たものと、𝑇2を得るために指数関数フ

ィットしたものが示されている。図(d)

に 𝑇2から求めた均一幅と温度の関係を

示す。これより、この QR の k=3状態

の発光の均一幅が 5Kから 20Kの範囲

において温度に強く依存することがわ

かった。また、低温領域における、同

様の局在状態である量子ドットの均一

幅の温度依存性と比べてもその依存性

が強い。 
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(a) T=5Kにおける QRの発光スペクトル。(b)自己相関関数の温

度依存性。(c) (b)より得られる Visibilityのプロット。(d) (c)より

得られる𝑇2から求めた均一幅Γh。 
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